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雪 崩 光 电 二 极 管 最 佳 偏 压 的 确 定

喻 其 寿

正确地确定雪崩光电二极管的工作点
,

对 于充分发挥接收系统和光 电探测器本身的最大

探测灵敏度是至关紧要的
。

在目前的几种基本偏压控制方案中
,

恒虚警率法是最好的一种控

制方法
。

但这种方案在具体实施时
,

为了 ( 1 ) 防止可能出现的干扰
; (2 ) 使偏压建立的

闭环时间足够短
,

建立偏压时所采用的虚警率
,

往往比由系统设计时所期望的最大测程R o
ax

和系统所要求的准测率Pd所确定的值

FA 尺 = (1 一Pd ) Z R 二

森 (1 )

高 2 一 3个数量级
,

或者甚至可高达四个数量级
,

( 1 ) 式 咋
c 是光速

。

即是说
,

闭环雪 崩 管

的偏压实际上十分接近于它的击穿电压 V
B 。

显然不能在这种偏压下直接测即
,

因此当偏压建

立起来之后
,

在测距开始之前
,

一方面要让偏压控制回路停止工作
,

另一方面又必须使偏压

下降
。

这时我们 自然会提出这样一个问题
:

电压下降多少才恰到好处呢 ?

讨于目前广泛采用的达通型雪崩光电二极管
,

在击穿点附近
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式中
,
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是达到雪崩击穿所需场强
,

对于硅
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币
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,
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在文献〔1 〕中我们已给出了式 中各参数的含义
,

这里不再重复
。

由( 3 )式不难看出
,

最佳降

压比 r 、, :

不仅与雪崩管本身的参数有关
,

而且也是环境和系统参数的函数
。

因此
,

为了提高

接收灵敏度
,

在系统设计时必须对有关参数作必要的综合分析
。

我们和接受这项技术转让 工

厂的多次实验表明
,

按 ( 3 )式所确定的偏压能最大限度的提高灵敏度
。

对C 3 08 18 E 和C 3 0 9 5 0 E
,

对有关参数作适当选择后
,

使探测度达到 1 0 “ ’

瓦量级是容易实现的
。
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